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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月1日(2014.7.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板が載置された載置体と、
前記載置体が複数支持された載置体支持具と、
前記載置体支持具が収容される反応管と、
前記反応管の外側に設けられ、前記反応管内に収容された基板を加熱する加熱部とを備え
、
前記載置体の、前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接触する面が、同じ粗さに表
面加工されたことを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
前記載置体は、前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接触する面が、同じ加工方法
によって加工される請求項１に記載の基板処理装置。
【請求項３】
前記載置体の前記基板と接触する面と、前記載置体支持具と接触する面との表面粗さはＲ
ａ＝１．５～２．５μｍとなる請求項１または２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接触する面は、機械研磨加工またはブラスト
加工によって形成される請求項１～３のいずれかに記載の基板処理装置。
【請求項５】
載置体上に基板を載置する基板載置工程と、
載置体を載置体支持具に複数支持する載置体支持工程と、
基板が載置された載置体支持具を反応管内に収容する載置体支持具収容工程と、
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前記反応管内に収容された載置体支持具が支持する載置体上に載置された基板を熱処理す
る熱処理工程とを備え、
前記基板載置工程より前に、前記載置体の前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接
触する面を、同じ粗さに表面加工することを特徴とする半導体装置の製造方法。
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